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UL 6516 DG

Statischer Schreib-/Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff (SRAM)

Kurzcharakteristik

» Speicherkapazitat
16 384 Bit

+ Organisation.
2k = BBit

s Zugriffszeit:

150 ns (flir Grundtyp UL 6516 DG 15,

fiir Anfalityp U 6516 DG 15)
250 ns {fiir UL 8516 DG 25)
« Betriebsspannung:
+5Y
« geringer Ruhestrom
max. 10 A (UL 6516 DG 15,
LIL 6516 DG 25)
max. 100 wA (U 6516 DG 15)

Technische Daten
Grenzwerte

« Gemeinsame (bidirektionale)
Datenein-/ausgange

« 2 Enable-Signale

« Adrefilatch—damit nur getakteter
Betrieb moglich

« TTL-Kompatibilitat for alle Anschlisse

» Datenarhalt bis zu ainer Belriebsspan-
nung Uge = 2V (Schiatzustand)

o 24poliges DIL-Plastgehause

» Pinkompatibel zum EPROM U 2T16 C

= Vergleichstyp:
HM B516-5 (UL 6516 DG 25)
HM 6516-B (LIL 6516 DG 15)

Alle Spannungen sind auf Uss = 0 V bezogen

Kurz-
Kennwerte raichen min Mmiax Einheit
Betriebsspannung Uee -0,3 7 v
Spannung an allen Eingdngen U -0.3 U +03 | V
Verustlieistung P 1 W
Lagertemperatur ih, ~-55 125 C
Betriebsbedingungen
HLirz-

Kennwerte zeichen miin i Einheit
Betriebsspannung Upe 4,75 525 vV
Eingangs-Low-Spannung Uy -0.3 0.8 v
Eingangs-High-Spannung U 2.0 Uee +03 | V
E-Ghiafspaﬂnung Ur_'.;_;g 2.0 v
Umgebungstemperatur i, -25 85 c

VEB Forschungszentrum

Mikroelektronik Dresden
Betrieb des Kombinates
VEB Carl Zeiss JENA
Carl-Zpiss-Str.1
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AnschluBbelegung
und Schaltzeichen

Markjerung kennzeichnet Saite mit Pin 1

ADbisA10 AdreBeingange
DObisD7 Datenein-/-ausgédnge

CE Chipauswahl

WE Lese-/Schreibsteuerung
OF Datenausgangsaktivierung
Uee Betriebsspannung

Uss Masse
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